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しています [2,3]。図 2 に Ge ナノワイヤの伝導帯の電子状態（エネルギーEと波数 kの関係）の計算例






実験研究では、SOI 基板に電子線リソグラフィを用いて Si ナノワイヤを形成し、これをMOSFETに































































































抗状態となった素子に改めて電圧を印加すると、約 1 V で高抵抗状態に戻ります（リセット : Reset）。

























































































されています [7]。近年の SiC 結晶成長およびデバイス作製技術の進展により、300~1700V 級ショッ
トキーダイオードの実用化が始まり、サーバー電源、太陽電池用パワコン、インバータエアコン、地
下鉄（東京メトロの銀座線）等に搭載され、顕著な省エネ効果を実証しています。また、SiO2/SiC 界
面特性に課題を残しながらも 600~1700V 級 SiC パワーMOSFET も市販が開始され、各種電源、急
速充電器や高速エレベータ等への搭載が始まっています。当研究室では、平成 21 年より内閣府「最











した [9]。この結果、図 6に示すように従来の約 30 倍となる 30μs を越える長いキャリア寿命を達成す
ることができました [10]。低エネルギー電子線照射を用いて炭素空孔を選択的に導入することにより、
ライフタイム制御にも成功しています。
図 7 に厚膜高純度エピタキシャル層を用いて作製した SiC PiN ダイオードの電流―電圧特性を示
します [11]。接合端部で局所的な電界集中が発生しないように、独自の接合終端構造を採用してい
ます。逆方向耐圧として 26kV 以上の耐圧が得られました。実用化されている Si ダイオードの最
高耐圧は 6~8kV に留まっており、この耐圧は半導体デバイスとして最高の値です。また、順方向
のオン抵抗は 19m Ω cm2 で、超高耐圧デバイスとしては例外的に低い値が得られています。また、
本研究室では高性能 SiC バイポーラトランジスタの作製にも取り組み、非常に高い電流利得






















また、窒化アルミニウム（AlN）は 6 eV という大きなバンドギャップを持ち、深紫外発光材料や厳
環境電子デバイス材料として注目を集めています。AlNは SiC と格子不整合が 0.9% と小さく、高品質・
大面積の SiC 基板はAlN 成長用基板として有望です。本研究室では分子線エピタキシー（MBE）法に
より高品質AlN を SiC 上に成長することに取り組んでおり、AlN を成長の初期段階から SiC 上に原子
レベルで一層ずつ成長させ、数 nmという薄膜でも極めて高品質のAlN を得る技術や、その成長技術



























 after oxidation (1400oC, 48 h)
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生じさせないこと）に成功しています（図 9）[15]。デバイス応用として、あらかじめ用意した SiC pn
接合上に n型のAlN/GaN 短周期超格子を形成し、これを電子エミッタとして活用する npn 型 AlGaN/











最近、再現性良く SiC カンチレバーの作製ができるようになり、次のステップとして、作製した SiC カ
ンチレバーの機械共振特性の詳細な評価を行っています。当研究室で作製した SiC カンチレバーは、従







































φB = 0.87 eV
Nd = 7.9×10
16 cm–3
φB = 0.87 eV
Nd = 1.4×10
17 cm–3



















































[1] The International Technology Roadmap for Semiconductors（ITRS: http://www.itrs.net/）.
[2] N. Morioka, H. Yoshioka, J. Suda, and T. Kimoto, J. Appl. Phys. 109（2011）064318.
[3] S. Mori, N. Morioka, J. Suda, and T. Kimoto, IEEE Trans. Electron Devices 60（2012）944.
[4] H. Yoshioka, N. Morioka, J. Suda, and T. Kimoto, J. Appl. Phys. 109（2011）064312.
[5] J. F. Gibbons, and W. E. Beadle, Solid-State Electron. 7（1964）785.
[6] Y. Nishi, T. Iwata, and T. Kimoto, Jpn, J. Appl. Phys. 50（2011）015802.
[7] T. Kimoto, Tech. Digest 2010 VLSI Technology Symp.（Honolulu, 2010）, p.9.
[8]  K. Kawahara, X.T. Trinh, N.T. Son, E. Janzen, J. Suda, and T. Kimoto, Appl. Phys. Lett. 102（2013）
112106.
[9] T. Hiyoshi and T. Kimoto, Appl. Phys. Express 2（2009）041101.
[10] S. Ichikawa, K. Kawahara, J. Suda, and T. Kimoto, Appl. Phys Exp. 5（2012）101301.
[11]  N. Kaji, H. Niwa, J. Suda, and T. Kimoto, Ext. Abstr. Int. Conf. on Silicon Carbide and Related 
Materials 2013（Miyazaki, 2013）, p.86.
[12] H. Miyake, T. Kimoto, and J. Suda, IEEE Electron Device Lett., 32（2011）285.
[13]  H. Miyake, T. Okuda, H. Niwa, T. Kimoto, and J. Suda, IEEE Electron Device Lett. 33（2012）
1598.
[14]  J. Suda, K. Yamaji, Y. Hayashi, T. Kimoto, K. Shimoyama, H. Namita, and S. Nagao, Appl. Phys. 
Exp. 3（2010）101003.
[15] H. Okumura, T. Kimoto, and J. Suda, Appl. Phys Exp. 5（2012）105502.
[16] H. Miyake, T. Kimoto, and J. Suda, IEEE Electron Device Lett. 31（2010）942.
[17]  K. Adachi, N. Watanabe, H. Okamoto, H. Yamaguchi, T. Kimoto, J. Suda, Sensors and Actuators A 
197（2013）122.
